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变温长波碲镉汞光电导现象研究 

瓤毒 生监丘＼／粱宏械 保红珍 

 ̂ 混嗍理所后氟明舢 。 下／ ／  ̂ ‘ v V， 
摘要 报道了 型H卧 c ：n 光电导体的变温材料参数与性能参数的对照关系，并讨论了材 

料的蕞条参数与小芯片霍耳参数的差异．褥到一蛆光电导的实验优化教据．实测小芯片载流子 

浓度 ≈1．8×lOljcm～，这与高性能器件实测值的倒推鼓值一致．建被解释 为长波缸外高背景 

辐射 的结果． 

关■调 碲镉汞 ，光电导，背景辐射 
● ‘ _ 一 -  — 一  

— — _ 一  

引言 

碲镉汞在材料制备与器件工艺上都有一定的难度I尤其是材料参数与器件性能的对应 

关系，一直是实验和理论两方面的大问题Ⅱ]．实验上材料与器件参数，只能从统计的角度作 

定性考察 ，还缺乏在机理上的深入研究嘲．理论上假定了 《 ，定义了一个不可逾越的理 

n J论限一背景限探测率．然而，近来实验结果表明可以大于这个极限口]，因此，有必要对此假定 
0 进行分析和研究． 

文章报道了对于x=0．2的 Hg ⋯CA"re长波光电导作的一系列实验，并与理论计算结 

果作比较I考察了载漉子的散射过程、光电导现象与温度的关系等，对器件和材料之间出现 

的不对应关系进行了分析和讨论． 

1 实 验 

为了最大限度地去除反复多次的工艺处理对测试结果带来的不利影响，以满足获取同 

等状况的材料和器件性能参数信息的要求．设计了6引线大面积碲镉汞光导特殊样品 ]．在 

完成了常规器件工艺后，能够同时用于材料电学参数和器件性能参数的测试．首先进行液氮 

温度与室温的Hall系数测试，从中挑选出组分 值等参数合适的样品zl、z4和 z5；再进行 

了变温Hall系数、器件伏安特性、响应率、探测率及光谱特性等项测试．其中典型样品z5， 

在T=100K，，一lkI-Iz的测试条件时，测得探测率Dj =2．54×10 W—cm．Hz ，接近背景 

限}其峰值波长 为11．56#m．而 zl、z4在液氨温度的黑体探测率 ￡ 分别为 8．7×10 和 

2．8× 1O0W 一1cm．Hzl，|． 

2 分析与讨论 

2·1 组分 

利用液氮与室温的电学参数可以估算出 型碲镉汞样品中 CATe的克分子组分 

值叫． 型碲镉汞中的热平衡载漉子浓度可表示为 

车文 1996年 7月 19日收到，謦改稿 1996年 2月 1甘收到． 
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A摘要技道1.!!! 日go.. sCdo.1Te 竞电导绰约变革括附数与甜甜的对黑关草，并讨论了材
料给链条春数与小芯片霍耳事数约差异，得到一握光电导臆实拴优先数据.实翼小恙片载流于

耀度 n=1.8Xl0Hc四-2，这与富性能墨件实邂值给魏撞数值一致，这被解释为长革主主工外高背量

辐氯跄结果. ι 

那些娃'虫主主杉运
引亩

璋锚蒙在材料制备与器伶工艺上都有一定的难度 9尤其是钳抖参数与器件性能的对应

关系，一直是实验和理论弱方面的大问题口J. 实验上材料与器件参数，只能从统计的角度作

定性考察，还缺乏在机理上的深入研究[:)~理论上假定了 ðn<<屿，定义了一个不可逾越的理

。佩带脚醉·然而，近来实撞结果表费可以大于这个极限凶，因此，有必要对此假定
进行分析和研究.

文章报道了对于 x=0.2 的 Hg，_.Cà.Te 伏波光电导作的一系列实验，并与理论计算结

果作比较多考察了载罐子前散射过程、光电导现象与温度的关系等，对提件和材料之i泻出现

的不对应关系进行了分析秘讨论.

1 实验

为了最大限度地去除反复多次的工艺处理对溅试结果带来的不利影响，以满足获取同

等状况的材料和器件性能参数信息的要求.设计了 6 引线大面积礁锯柔光导特殊祥品[fJ. 在

完成了常规器件工艺后，能够同时用于材料电学参数和器件性能参数的测试.首先进行被氮

温度与室温的 Hall 系数测斌，从中挑选出组分z值等参数合适的样品 Zl 、Z4 和 Z5 ，再进行

了变温Hall 系鼓、器件伏安特性、响应率、探溅率及光谱待性等项测试.其中典型样品刀，

在 T=100K ，f=lkJ王z 的测试条件时，测得探湾事 D;'=2. 54XI0'. W-1cm. Hz'血，接近背景

限，其蜂锺波袄 ;'p 为 11.56严阻.那 Z1 ，Z4 在液氮温度创黑体探测率D品分别为 8. 7X 10' 和

2. 8XI0' W-'cm.Hz'1'. 

z 分析与讨论

1- 1 组分

利用液氮与室温的电学参数可以估算出 n 型磅锚柔样届中CàTe 的克分子组分 Z

值[5]. n 型黯锚柔中的热平衡载派子浓度可表示为

本文 19目年 7 月 19 回收酶，攀裴藕 1996 年 211111 收到.
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。=1／2(m+~／ +4n )， (1) 

式(1)中 为净剩余施主浓度， 为本征载流子浓度．根据诸君浩嘲的经验公式： 

it／i一(1+3．25kT／E,)9．56×10 slzT [1+1．9B exp(Ej2kT]-。， (2) 

式(2)中，j =一0．295+1．87z一0．28x +(6—14x+3x )10-‘T+0．35x‘． 

根据G．L．Hansen和 J．L．Schmit[ 公式 

ni一(5．585—3．820x+1．753T_。--1．364×l0 xT)10̈Ef仉E ‘T exp(一B／2 )， 

(3) 

式(3)中，E 一--0．302+1．93x+5．35×10 (1—2x)一0．810 +0．832x。． 

如果略去背景辐射的影响，式(1)中 。用 300K的实测载流子浓度代入，用 77K的实测 

载流子浓度替代 ，可粗略估算出样品中CdTe的克分子组分 值(见表 1)． 

表 1 型̂ Hg— CtLTe样品 CtlTe克分子组分 位表 

Table 1 CdTe∞ 叫 Ⅻ 埘 ¨ mole value ln--Ilgt一凰  Samples 

由典型样品 z5光谱测试结果 ( =100K)： 一11．56／an、 =12．1 5／zm，可推出 
一 0．205．这与表中z估算值基本符合． j 

2．2 载流子的散射过程 

图 1是样品电子迁移率与温度的关系，由图 1可见 z1样品迁移率随韫度的上升下降较 

快．进一步地对 3个样品作了 ，2～ 图(见图 2)，显示出 77K~200K温区内z4、z5的 

ozT ．Z4、Z5的载流子散射过程以晶格散射为主[ ；而 zl载流子的散射过程以电离杂质 

散射为主． 

图 1 样品电子迁移率与温度的关系 

F ．1 Electron mobility 

VS．tem perature 

暑 

逞 
暑 

图2 样品迁移率 。～ 关系 

Fig---Tempe．rature dependence of 

electron mobility 

【_
*̂．^)-lz口 { 
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n，=1I2问+VnH4n~).

式(1)字 .n" 为净剩余施主浓度 .n， 为本征载流子浓度.根据诸君指出的经验公式z

吗=(1 +3.25矗T!Eg)9.56X1014E."2T的[1+ 1. 9E. exp(E.!2kT]-J. (2) 

(1) 

式(2) 中 .E.=-0.295十 1. 87x-0. 28x'十 (6-14x+3x')}0寸T十0.35x气

根据 G. L. Ha田田和 J. L. Schmit[7)公式

n,=(5. 585-3. 820x十1. 753T-' -}. 364 X 10-'xT)1014 E.'/'E;I吁唱f'exp(-E.!2kT). 

(3) 

式(3)中 ，E6= 口.302+1. 93x+5. 35X 10-'TO -2x)-0. 810x'十0.832x气

如果略去背景辐射的影响，式〈口中馆。用 3∞K 的实测载流子浓度代入，甩 77K 的实测

载流子浓度替代缸，可程略估算出祥品中CdTe 的克分子组分z 徨〈见表}).

表 1 11 型 Hg，_.Cd.Te 挥品 C.rre 克分子经量tx 锺寝

Ta剖e 1 臼Fe '"阻庐剧锺幅画。IJe x 叫田阳 JI-Bg1 豆豆.Te 画_1苗

样品藩号 材料号 杂厦撞虔(c回-'l 事革温电子撞度(crn-3 ) 主献[6] 主戴[1]

Zl τ国03-5 1.35E+15 2.90E+16 0.215 0.21 

z4 V8107S耳16 2. 04E+15 2.80E+16 n.. 215 (l. 21 

z5 L8810SEι51 1.80E+15 3.02E+16 0.21 0.205 

出典型样品 Z5 光谱湾试结果 (T=10白K) ， A，=1l.56阳王、ι= 12.15μm.可推出 z

=0.205.这与表中 z 估算值基辛符合.
..~.ri-

2.2 舷婆子的徽射过程
蜀 1 是样品电子迁移率与温度约关系，也图 1 可见 Zl 祥品迁移率黯温度的上升下降较

快.进一步地对 2 个样品作了严.T的-T 图(觅图白，显示出 77K-2∞K 温区内 Z4、民的A

ocT-J/'.Z4、Z5 的载流子散射过程t.l品格散挝为主.[g) ~而 Zl 载流子前散射过程以电离杂质

教射为主.

1时!1'.

du k 

m

<
•. 

、
，
)

4 
,- :辈黠军

m
i
(
田
·

11tH:? 

> 
) 

s 
占~ l Il!1' 

E 
、、

s 
爸唱

l. 

?嚣黯肆

:二二三幸也提
百坦10'
、、

4 

2骂毛0'
54) 100 130' 2:国 Z插到lO 1到

T /K 

001 样品电子迁移事与温度约关系
F毡. 1 Electron n回剖lity

\o's.te纽lperature

b:l@ 
O 卸 100 臼o >曲 2盟军回 350

TIK. 

图 2 葬品迁移事"，，7唱1r._T关系

Fig.2 Te四lPerature depende皿e of 

electron mobili可向7""

P 
一一一一→一二÷一二



3期 郑为建 ：变温长波碲镉汞光电导现象研究 

图 3是样品实测电阻率与温度的关系．z1样品的电阻率 明显低于 z4、z5，说明尽管 zl 

的载流子浓度低、电子迁移率高 ，但是载流子的散射过程以电离杂质散射为主 }因此，电导率 

较大．这与器件性能探测率 D’的测试结果一致，这可说明某些器件的阻抗作不高的原因． 

也说明目前常规检测 77K的 Hall数据不足以完全反映材料的品质． 

2．3 载漉子浓度 

图 4是由Hall参数算出的载流子浓度实验数据．圈 4中77K的数据是由样品浸没在液 

氮中测得的，原设想背景温度也应为 77K}由图 5可见载流子浓度与 300K背景 视场的变 

温杜瓦测试数据衔接得很好．说明前者的背景辐射也是以透射 300K为主的，这与以往的认 

识有所不同． 

图 3 样品电阻率与温度的关系 

Fig-3 Resistivity v8．temperature 

图 4 裁流子漱度与温度的关采 

Fig．4 Measured carrier coI~en— 

tratlon v8．temperature 

非平衡载流子浓度由下式确定 ： 

= f sin(o／2)／d， (4) 

式(4)中，载流子寿命主要由3部分组成： 

÷= + +丢， cs f f̂ 
式(5)中 为肖克莱一里德复合寿命，对于晶格散射为主的近本征半导体，此项可以忽略不 

计．因此，只须考虑俄歇复合寿命 f̂ 与辐射复合寿命 两项 ： 

=  警 ， (6) 
一 (B，(‰+ +4 ))_。| (7) 

●  

式中 Br为辐射复合率，声为俄歇复合率． 

将式(4)与式(6)和式(7)分别联立，再迭代回式(4)、(5)，可得到 f 、 、f与 ．样品中 

的载流子浓度主要由两部分组成： = + ‘ 

图 5为净剩余施主浓度 H =5×10“cm 和 1×10 。crn-3两种条件下的两组载流子浓 

维普资讯 http://www.cqvip.com 
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图 2 是样品实事雷电座率与温度的关系.Zl 样品的电瞿率明显低于 Z4、Z5.说呢尽管 Z1

的载流子浓度饭、电子迁移率离，但是载流子的散射过程以电离杂质散射为主，因此，电导率

较大.这与器件性能探测率 D'的那试结果一致，这可说明某些器件的瞿抗作不高的原因.

也说明吕前常规检费 71K 的 Hal!数据不足以完全反段材料的品质.

2.3 慧草屋子浓度

圈 4 是由Hall 参数算出的载流子浓度实验数据.回 4 中 77K 的数据是由样品浸没在滚

氮中测得的，原设想背景温度也应为 77K，由图 5 可见载流子浓度与 300K 背景 z视场的变

温杜瓦测试数据稽接得很好.说嘿前者的背景辐射也是以透射 3∞K 为主的，这与以往的认

识有所不同.
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非平衡载流子浓度由下式确定团军

n，，=悴♂ sin(8/2)/d ，

式(4)中，载流子寿命主要自 3 部分组成 z

(4) 

1 1 , 1 , 1 
二十一+一，

r t'A. 'R 's (5) 

式(5)中毛为肖克莱-里德复合寿命，对于品格散射为主的近本征半导体，此项可以忽略不

计.回此，只须考怠俄歇复合寿命t"A 与辐射复合寿命 rR 两项s

hrr ... 
ZA= 〈ne+Jh+AJb〉〈，在.+..i户)+卢〈户.+..ip) • 

(6) 

rR= (B，(n.+p.+.1户))-.事 (7) 

式中 Br 为辐射复合率，β为镶歇复合率，

将式(4)与式(6)澜式(7)分jjlJ联立，再迭代图式〈心、(刃，可得到 t' ... h i"R ，t' 与凡·样品中

的载流子浓度主要自两部分组成:n=n{l 十".'

005 为净魏余施主浓度"，= 5 X 1 0" c回-，和 1 X 10"cm-'两种条件下的两组载流子被
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度、平衡载流子浓度与非平衡载流子浓度与温度的关系(hi ， )和(n ，n ：)．与实验曲 

线比较，第一组 nd 5 x 10“cm-3的计算数值 偏低，而第二组 ～一1 x 10 cm-3的计算数值 

与实验曲线接近．其解释为：(1)晶体内净剩余旌主浓度m大于 1x10 ，(2)净剩余旌主 

浓度na~-．5x10“～1×10 ；还有其他部分的载流子浓度贡献，如表面阳极氧化等工艺引入 

的 型表面累积效应[1 和 电场分布的影响 ．有一点是肯定的，即背景辐射直接影响着小 

芯片长波碲镭汞光电导样品的载流子浓度． 

2．4 探测率 

仅考虑背景辐射引入的产生一复合噪声，光谱探浏率可表示为[1 ： 

一 墨(矗 (1l+ 2n,，／ no) ， (8) 
黑体探测率乘一个 G因子为D’=G口 ． 

由式(1)、(3)、(4)和(8)算出实际可能达到的黑体探浏率(见图 6)，由图 6可见，在 

100K附近的实浏探浏率很接近理论值．室温附近的实测探浏率比理论值低一个数量级，这 

是因为 1／f噪声在高温区迅速增长的结果m． 

1000 T ／K 

图5 载麓子浓度与温度的关系 

Fig．5 Theoret； I＆ experimental 

earner concentration W ．temperature 

图6 探测率与响应率的实验与理论值 
Fig．6 Theoretical and expe rimental 

D‘＆ 忍 ofZ5 ．temperature 

再由实测光谱数据算出 ： 

G 一R ／黾 R = 2．02l (9) 

式(9)中，毋为 波段 内的黑体辐射率，R。为 波段内的响应率．由实浏 looK处黑体探测 

率 D =1．26X10 。w-1cm．HzⅢ／，推 出D奋=2．54XlO cmw-1Hz ，接近背景限(3．3×lO1。 

W 一 cm．Hzl )． 

2．5 由性镌倒推的羹瀛子浓度 

将合理地选取的参数： 一8．6x10”cm～、7／=0．5、r=1 s、 一10#m、 =180。和hc=1． 

986x10 等常数代入式(4)，得到非平衡载流子浓度： =4．3X10“cm～；将 、阱 的实测 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

度、平衡载流子猿度与非乎餐载流子浓度与温度的关系〈吨'吨 .， n.. 1)幸在 (nt.n吨 ， na)冒与实验曲

线比较，第一组 n.=5XI0U，cm-3的计算数值 R 偏低，而第二组 n.=1X10"c血-辜的计算数值

n， 与实验囱线接近.其第捧为，(1)晶体内净藕余施主浓度h大于 1X10".(Z) 净剩余施主

教度均每5XIO"~工 X1015，还有其他部分的载流子浓度贡献，如表面黯极氧化等工艺引入

前 n 望表西累秧效应[HÞ)和电场分布的影响口1l. 有一点是肯定的，那背景辐射直接影畹着小

芯片校波葡镶秉光电导祥品的载流子浓度.

2. ..努测率

仅考虑背景辐射引入的产生-复合噪声，光谱探测率可表示为口气
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以 T ... lJu l +缸.1盹"，D，，:=;!-，二(一._)ln(..... ' ~--e'f 一 )112: , 
2hc 'd. n.' '1 +n./'慧。

(8) 

黑体探望撞事乘一个 G 因子为 D'=GD~.

由式(1)， (3), (4)有 (8)算出实际可能这到的黑体探望曾率〈觅嚣 6) .由图 8 可见，在

100K 豁近的实测探测率很接近理论值.室湿到古近的实事自探湾率比理论锺低一个数量级，这

是因为 1/f 噪声在高温区迅速增族的结果[<)
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噩 6 探测率与瑞应率的实事量与建造值
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图 5 袭施子浓度与温度的关系
Fig.5 Theoretì臼I8二 expel'Îmen艺B1

carner conc也在r.t田nVB. 恒mpera扭捏

至33 

再由实溅光谱数据算出口气

(9) 

式(9)中 .g. 为 A 波段内的栗体辐射率 .， R. 为&波段内的响应事.It实测 100K 处黑体探测

率D属= 1. Z6 X 10'OW-1cm. Hz1l2 •推出 D.;，=Z.54X101OcmW-1}王zl/Z ，接近背景限(3.3X10'•

W-'cm. H Z'''). 

2.5 由性1s倒推的警流子浓度

将合理地选翠的参数，<P.=8‘ 6XIO"c皿 '，'1=0.5 、 r=l冉、d= lOl'm ,/I= 180.和 hc=1.

986X到 19等常数代入式(4) ，得到司在平衡载流子限度 ，n， =ι3X101<cm-' ，将 Àp、D品的实事睡

G-1 = R，IXg，凡= 2.02 , 
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数据代入式(8)，得： 。一8．59×10“cm～；则样品的载流子浓度为： — + 。一1．389×10 

cm ．这一结果与 Hall测试数据基本吻合． 

基于以上分析 ，讨论如下 ： 

(1)长波碲镉汞光电导样品中，77K以下的载流子浓度实测值与锭条参数的差异，其主 

要原因可归结为长波红外高背景辐射的贡献． 

(2)实验结果的理论分析表明，实验样品的材料参数约为：z一0．20～0．21、nd：5×10“ 

～1×10 cm～、 ≥1．5×10 cra／V．s、f≈ 1 与 77K 的锭条参数 =0．2、 =5×10“ 

CITt～
、 ≈1．5×10 cm／V．s、f一1．5 相符 }它与器件设计要求的材料参数吻合．如果是 晶 

格散射为主，可以做出高性能的光电导样品． 

(3)由于载流子散射过程的差异，通常使用的 77K碲镉汞电学参数有时不足以反映出 

材料的品质；需开展变温物理研究，以揭露深层次的物理现象． 

(4)对于载流于浓度，另有一部分载流子的贡献可能来自 型薄样品( ≤10／zm)的表 

面阳极氧化层的 型累积效应与电极形状的影响．但这些效应对红外探测器的性能没有显 

著的直接贡献． 

3 结语 

经过对长波碲镉汞光电导的变温特性的研究，获得了许多第一手的资料．有助于澄清光 

电导现象中的一些问题；将对光电导理论研究有一定借鉴作用．由于载流于散射过程的差 

异，通常使用的 77K碲镉汞电学参数有时不足以反映出材料的品质，这是某些碲镉汞材料 

参数与器件性能不对应的原因之一．对应高性能样品的载流子浓度 >锭条数据 。，其原因 

为红外高背景辐射激发了长波碲镉汞中的大量载流子}这否定了长波碲镉汞器件理论 中An 

《n。的基本假定． 

参考文献 

汤定元．红外物理和技术 ，1976，(4～5)：65 

曾光丽，等．红外技术，1988，8(5)：17~2o 

槊宏林，等．红外技术，1994，16(5)：l～5 

Zheng W J，et a1．Infrared P ，1992，33(1)：27～31 

萧继荣．红外技术 ，1990，12(5)：16~18 

诸君浩，等．红外研究，1983，(2)：8～l2 

Schmjt J L，Hansen G L．J．App．Phys．，1983，54(3) 

剂恩科，等．半导体物理学，上海：上海科学出版杜，1984：84 

槊宏林．红外技术，1988，8(5)：6～l6 
Petriz R L．Phys．Rev．，1958，110：1254 

槊宏林．红外与激光技术，1992，(5)：47 

Long D，Schm{t J L_Sendconductors and Semimaals(5)，1970；216 

Paul W K，et ．，Elements o，Infrared Tecknology， h Wiley＆ Sons．1982：384 

l  2  3  4  5  6  7  8  9

蛐 u ¨ 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

2 窃 郑为建 3变温t是草草莓锢柔光电导琉象研究 193 

数据代入式〈幻，得 3盹=8. 59XI0"cm-'; JiIIl祥品的载流子浓度为 ~n=nti十n， =I. 389 X 10" 

cm 气这一结果与豆all 测试数据基本吻合.

基予以上分享斤，讨论如r.

(1)长波藉锚柔光电导样品中.77K 以下的载流子浓度实测值与链条参数的差异，其主

要原窟可归结为长波红外高背景寝射的贡献.

(2) 实验结果的理论分析表明，实验祥品的材料参数约为.x=O‘ 2白~O.21 、n，=5X10'‘
~1 XI0"cm-'，冉~1. 5 X 10'cm/V. s , r~￥ 1，..，.与 77瓦的链条参数 x=0.2、 nd= 5 X 10" 

cm-3 、 "，=1. 5 XI0'cm/V.s , r=1. 5，..，.裙符 z 宫与器件设计要求的材料参数吻合.如果是品

格散射为主，可以做出高佳能的光电导祥品

(3) 由于载流子散射过程的差异，通常使用的 77K 暗锯柔电学参数有时不足以反曾是出

材料的晶质 s需开展变温物理研究，以揭露深层次的物理现象.

E心对于载流子浓度，另有一部分载流子的贡献可能来自 n 型薄样品 (d';;;;10μm)的表

面阳极氧化层的 n 型累积效应与电极形状刻影响.但这些效应对红外探测器的佳能没有显

著的直接贡献.

3 结语

经过对长波磁锚柔光电导的变温特性的研究，获得了许多第一手的资料，有扇子澄清光

电导现象中的一些问题季将对光电导理论研究有一定借鉴作用.由于载流子散射过程的差

异，通常使用的 77K 碌锢柔电学参数有时不足以反映出材料剖品质，这是某些黯锯柔材料

参数与器件佳能不对应的原因之一.对应高性能祥品的载流子浓度 n>链条数据吨，其原因

为红外商背景辐射激发了长波葡锯录中的大量载流子爹这否定了长波磁锯柔器件理论中 LIn

<<n. 的基本假定.
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STUDY 0F LW IR PH0TOCONDUCTIVE PHEN0M ENON 

0F M CT AT DIFFERENT TEM PERATURE 

Zheng Weijian Zhu Xichen Liang Hongling Ben Hongzhen 

(Kunmin8 Institute Phy~cs，Kunmingt Yunnan 650223，Chin ) 

Abstract The relationship between material characteristics and the device performances 

0f n—type Hgn dn 2Te at di{{erent temperature was reported，and the difference of Hail pa— 

rameter between ingot and chip was discussed．The optimized param eter was obtained in 

the experiment．The measured cartier concentration n≈ 1．8×101scnl一0 is consistent with 

the derived value of the device of high performance． 

Key words mercury cadmium telluride，ph0t0c0nductivity，background radiation． 

、 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

194 江外与毫米 i直学报

STUDY OF LWIR PHOTOCONDUCTIVE PHENOMENON 
OF MCTAT DI百FERENT TEMPERATURE 

Zheng Weijian Zhu Xichen Liang Hongling Beo Hongzhen 

(Kunmmg InstihtU &1 p，电siChKrmnu"ng. Yun:nan 6.50223.China) 

15 卷

Abstract The relationship between material characteris主Ícs and the device performances 

of n-type Hg ,. .Cd,., Te at different temperature was repo宜之ed ,and the diff旺enc.εof Hall pa 

rameter between ingot and chip 胃部 díscussed. The optimized parameter was obtained in 

the experim佣金. The measured carrier concentration n::::::::: 1. 8 X l015 cm-l is consistent wi出

the derived value of the device of high p盯formance.

Key..or咀s mercury cadπlÌum te l1urid.e ，. photo也onductivi ty .. background radiation~ 
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